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VCOの性能比較:Figure of merit (FOMT)
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実測によりDC～6GHzまでの動作を確認
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可変インダクタによって
広帯域な整合を実現

LNAの電力利得が
広帯域に可変して
いることを確認した

可変バイアス回路を用いたLNA

小面積で
実現可能
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ことを確認

バイアス制御
によって
LNAの性能を
変化させる
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広帯域回路を
用いたVCO1 

広帯域回路を
用いたVCO
　 改良版
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VCOの性能指数による評価(世界最高性能)
FOMT[1] とはVCOの位相雑音 (L{foffset})を中心周波数(fo)、オフセット周波数(foffset),
消費電力(Pdc) そしてチューニングレンジ(FTR)で正規化したもの
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Simulation

• 2D and 3D Electric Magnetic Field 
Simulator
→ Ansoft hfss 2 Licenses]
→ MW-Studio

Design and Fabrication

• Chip foundry through VDEC and CMP
• Process Tech.: 0.3µm, 0.18µm, 90nm

→ Cadence: analog artist, virtuoso
→ Mentor: Calibre
→ Agilent ADS

Evaluation
• GHz range evaluation using Wafer 

Prober, Network Analyzer ,etc
→ DC Measurement of devices
→ up to 110GHz

Competence： RF design and Measurement

試作したチップ

[1] J. Kim, et al., IEEE International Solid-State Circuits Conf., Feb. 2005, pp. 416-417.
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